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RAPPELS SUR LA TECHNOLOGIE MOS
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RAPPELS SUR LA TECHNOLOGIE MOS

Rappel sur le transistor MOS
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CANAL N A enrichissement
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LES MODELES STATIQUES ANALOGIQUES

Le transistor nMOS
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Régime bloqué:

Vs <Vin (isolation électrique entre drain et
source)

Régime passant:
VGS > VTN
si Vg < Vgg— Vyn régime ohmique
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LES MODELES STATIQUES ANALOGIQUES

Le transistor pMOS Régime bloqué:
Ves > Vip . Vs> Vip (isolation électrique entre drain et
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LES MODELES STATIQUES NUMERIQUES

Fonctionnement en interrupteur du transistor MOS
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LES MODELES STATIQUES NUMERIQUES
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MODELE ULTRA SIMPLE DU TRANSISTOR NMOS
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LES MODELES STATIQUES NUMERIQUES
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MODELE ULTRA SIMPLE DU TRANSISTOR PMOS
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Le signal alternatif: le régime dynamique ou « petit signal »
Systéme non linéaire
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Le signal alternatif: le régime dynamique ou « petit signal »
Systéme non linéaire
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Modeéle petit signal du transistor NMOS
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Modeéle petit signal du transistor MOS
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Inverseur CMOS

Vpp =5V
Vo =05V
VTP = '05 V
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Inverseur CMOS

Vpp =5V

Vi =05V
Vip=-0.5V

By = 6 10-3 A/V2
Bp = 2 10-3 A/V2
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Inverseur CMOS

Vpp =5V
Viy=0.5V
VTP = '05 V
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Inverseur CMOS

Vpp =5V
Viy=0.5V
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Inverseur CMOS

Vpp =5V
Viy=0.5V
VTP = '05 V
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Inverseur CMOS
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Inverseur CMOS

Vpp =5V
Viy=0.5V
VTP = '05 V

d_nd

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
Ecole Mines-Télécom

NMOS

FABRICE SEGUIN

0 1
1 0
NMOS

Vgs>Vy => TON

PMOS
VGS> VTp =>TOFF



d_nd

IMT Atlantique FABRICE SEGUIN

Bretagne-Pays de la Loire
Ecole Mines-Télécom




5v

d_nd

IMT Atlantique FABRICE SEGUIN

Bretagne-Pays de la Loire
Ecole Mines-Télécom




5v

d_nd

IMT Atlantique FABRICE SEGUIN

Bretagne-Pays de la Loire
Ecole Mines-Télécom




N\
//
N AN wuo 1 —@
// // 440 °1
— N D N ]
N N
// //
& Ew &
) AN @
m //@GJ Q// O (7))
c ® S c o
Q c h N
= // // \
\ N N
AN AN
AN AN
AN N —
AN AN
N AN
AN AN
N AN
N\ AN
AN AN
\ N\ —
AN AN
AN AN
N

5v

d_nd

IMT Atlantique

FABRICE SEGUIN

Bretagne-Pays de la Loire

Ecole Mines-Télécom



